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１．概要（Summary） 
 人工衛星ミッションの高度化に伴い，高性能熱制御デバ

イスの開発が求められている．対流伝熱媒体が存在しな

い宇宙空間において，機体内部発熱を放熱するラジエー

タは，温度制御に重要な役割を果たす．そこで，静電引

力によりダイアフラムと基板との間隔を変化させ，能動的

に放射率制御をするMEMSラジエータが提案された(1)． 
 Fig. 1 に，MEMSラジエータの原理を示す．ダイアフラ

ムはばねで支持され，OFF状態では基板と数µmのギャッ

プを維持する．一方，基板とダイアフラム上の電極に電圧

を印可したON状態では，静電引力よりそのギャップが，

支配的な熱ふく射波長以下にまで接近でき，近接場効果

により，基板から外部環境への放熱を促進する(2)． 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

高速大面積電子線描画装置，マスク・ウエーハ自動現

像装置群，ブレードダイサー  
【実験方法】 
 本デバイスのMEMSプロセスを示す．Siウェハ上に多

層構造を堆積したあと，犠牲層であるフォトレジストを除去

することで，基板とダイアフラムとの間にギャップ構造を形

成する．犠牲層除去の際には，ウェットエッチングの最適

化を行うため，ウェハをチップ化する．その際，上記のブレ

ードダイサーを用いた． 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 2 に，試作デバイスの SEM 画像を示す．デバイス

の犠牲層をウェットエッチングにより除去することで，ギャッ

プ構造が形成された．本試作デバイスに対して ON/OFF
時の熱流束変化を実験および解析的に評価した． 
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Fig. 1 Driving principal of the MEMS radiator. 

 

Fig. 2 SEM image of the fabricated device. 
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